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【背景・目的】産総研とミニマルファブ推進機構では、φ12.5mm のハーフインチウェハを用いた生産シ
ステムであるミニマルファブの開発を進めてきた[1]。MOSFET 構造のデバイス試作に必要な不純物拡散
には、SOD(Spin On Dielectric)材料を用いた熱拡散方法を採用している。このプロセスを用いて、これ
まで CMOS を中心としたデバイス及びそれらを用いた集積回路の試作等に成功している。さらに、より
高集積で安定したデバイスを製造するために、SOD 塗布プロセスの安定性を向上させたプロセスの開発
を進めてきた[2]。実際に、SOD 塗布プロセスを集積
回路などの実用用途に用いる場合、溶質として不純物
原子が入った有機ポリマーを用いる SOD 溶液では、
溶媒中で溶質を均一にウェハコーティングしようと
する場合、以下の問題が顕在化する。(1)コーティン
グの面内均一性、(2)ウェハエッジ部に発生するエッ
ジビード、(3)裏面への塗布薬剤の回り込みである。
これらの課題に対応した塗布プロセスを開発した[3]。
前回の報告 [4]では、ボロンドープ pMOSFET で、
直径方向に不均一な塗布分布を、均一になるように改
良することができた。しかし、ボロンドープ
pMOSFETプロセスにおいて SOD材料の塗布前の撹
拌条件による塗布膜の膜厚への影響を把握していな
かった。 
【プロセス改良と検証】今回の実験では、SOD 溶液
を均一に塗布するため、以下の条件を使用した。①ウ
ェハ 90rpm で SOD 溶液を吐出し、そのまま 90 秒間
回転、②SOD 溶液を振り切るための回転加速度を
5000rpm/sec、③振り切り後の乾燥の回転数を
5000rpm とした。ただし、使用する SOD 溶液中のボ
ロンを均一に分散させるため、塗布の前にミキサーで
SOD 液を収納したシリンジに振動を与えて攪拌した。
上記①～③のプロセス条件で塗布薬液のスピンコー
トを行い、2枚を作製した。図1のように、半径6.25mm
のウェハの半径 0，1.25、2.50、3.75、5.00mm 上の合計 81 点の膜厚を測定し、塗布膜厚のばらつきを調
べた。このボロン塗布膜の膜厚測定を、上記の２つの評価サンプルに対して行った。図２(a)に撹拌なし
の条件で作製した塗布膜厚測定サンプル(a)のウェハ径方向に対する塗布膜の分布を示す。膜厚測定の位
置をウェハ中心からの距離として表している。ウェハ面内での膜厚のばらつきは、±1.36%(1σ=3.90nm)
であった。ただし、ウェハ全体でばらつきが大きかった。同様に、SOD 溶液撹拌後のデータを図２(b)に
示す。プロセス改善後の条件で作製したサンプル (b)のウェハ面内での膜厚のばらつきは、±
0.59%(1σ=1.70nm)であり、図２(a)の分布と比べるとかなり均一な分布となっていた。以上の結果をま
とめると、SOD溶液の撹拌を行うことによって、SODの塗布膜は大変綺麗にウェハ面内で均一化された。
今後は撹拌条件による電気的特性への影響を評価していく予定である。 
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